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(5) Mehrschichtkondensator, Verdrahtungsplatine und Hochfrequenzschaltung 

EinMehrschichtenkondensator umfafSt erste und zwei- 
te Seitenoberflachenanschlufcelektroden, die auf vier Sei- 
tenoberflachen eines Kondensatorkorpers abwechselnd 
angeordnet sind; Erste und zweite Hauptoberflachenan- 
schiuftelektroden sind auf einer Hauptoberflache des 
Kondensatorkorpers angeordnet. Erste und zweite innere 
Elektorden, die innerhalb des Kondensatorkorpers einan- 
der gegenuberfiegen, sind an deren Enden jeweils mit 
den ersten bzw. zweite n Seftenoberflachenanschlu&elek- 
troden etektrisch verbunden, wan rend dieseiben ferner 
durch Durchkontaktierungslochleiter mit den ersten bzw. 
zweiten HauptoberflachenanschluBelektroden elektrisch 
verbunden sind. Mit dieser Anordnung werden die Rich- 
tungen der Strdme, die innerhalb des Mehrschichtkon- 
densators fliefcen, verschiedenartig eingestellt, und die 
Langen der stromfuhrenden Wege werden verkurzt, um 
einen sehr niedrigen ESL-Wert zu erzielen. 
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Beschreibung 

Die voriiegende Erfindung bezieht sich auf einen Mehr- 
schichtkondensator, eine Verdrahtungsplatine und eine 
Hochfrequenzschaltung und insbesondere auf einen Mehr- 5 
schichtkondensator, der bei einer Hochfrequenzschaltung 
verwendbar ist und eine Verdrahtungsplatine und eine 
Hochfrequenzschaltung, die beide den Mehrschichtkonden- 
sator uxnfassen. 

Der gebrauchlichste Mehrschichtkondensator, der her- 10 
koinmlichcrwcisc vcrfligbar ist, istbcispiclswcisc aus cincm 
dielektrischen Keramikmaterial aufgebaut und umfaBt eine 
Mehrzahl von dielektrischen Schich ten, die mit einer dazwi- 
schenangeordneten inneren Elektrode larniniert sind. Urn 
eine Mehrzahl von Kondensatoren aufzubauen, werden eine IS 
Mehrzahl von Paaren von ersten und zweiten inneren Klek- 
troden abwechselnd larniniert, wobei in der Richtung der 
Laminierung spezielle dielektrische Schichten zwischen 
denselben angeordnet sind. Ein Kondensatorkorper ist auf 
diese Weise aufgebaut 20 

Erste und zweite auBere AnschluBelektroden sind auf ei- 
ner ersten bzw. zweiten Endoberflache des Kondensatorktir- 
pers angeordnet Die erste innere Elektrode weist eine An- 
schluBieitung auf, die sich zu der ersten Endoberflache des 
Kondcnsatorkttrpcrs crstrcckt, wobci die AnschluBlcitung 25 
mit der ersten aufieren Anschlufielektrode elektrisch verbun- 
den ist Die zweite innere Elektrode weist eine AnschluBlei- 
tung auf, die sich zu der zweiten Endoberflache erstreckt, 
wobei die AnschluBleitung mit der zweiten aufieren An- 
schluBelektrode elektrisch verbunden ist 30 

Bei dem Mehrschichtkondensator flieBt ein Strom von der 
zweiten aufieren Anschlufielektrode zu der ersten aufieren 
Anschlufielektrode. Insbesondere fliefit der Strom von der 
zweiten aufieren Anschlufielektrode zu der zweiten inneren 
Elektrode und fliefit von der zweiten inneren Elektrode ttber 33 
eine dielektrische Schicht zu der ersten inneren Elektrode 
und erreicht schlieBlich iiber die erste innere Elektrode die 
erste auBere Anschlufielektrode. 

Die Ersatzschaltung des Kondcnsators ist cine Rcihcn- 
schaltung von C, L und R, wobei C die Kapazitat des Kon- 40 
densators, L eine Aquivalenzremeninduktivitat (ESL; ESL 
= Equivalent Series Inductance), und R einen Aquivalenz- 
reihenwiderstandswert (ESR; ESR = Equivalent Series Re- 
sistance) darsteilt, der hauptsachlich aus dem Widerstands- 
wert der Elektroden besteht. 45 

Die Ersatzschaltung des Kondensators weist eine Reso- 
nanzfrequenz von fq = 1/(2tc(LQ 1/2 ) auf und kann in einem 
Frequenzbereich oberhalb der Resonanzfiequenz nicht als 
ein Kondensator wirken. Mit.anderen Worten ausgedrtickt 
wird die Resonanzfrequenz fo uuiso hoher, je kleiner die In- 50 
duktivitat L, namlich ESL, wird, wobei der Kondensator 
dementsprechend bei einer hoheren Frequenz arbeiten kann. 
Ob wohl das Hcrstcllcn der. inneren Elektrode aus Kupfcr in 
Betracht gezogen wurde, um den Wert von ESR zu reduzie- 
ren, ist ein Kondensator mit einem kleinen ESL- Wert erfor- 55 
derlich, falls derselbe fiir eine Verwendung in einem Mikro- 
wellenbereich vorgesehen ist 

Von einem Kondensator, der als ein Entkopplungskon- 
densator verwendet wird, der mit einer T^eistungsversor- 
gungsschaitung verbunden ist die Leistung zu einem Mi- 60 
kroverarbeiOongseinheit-Chip (MPU-Chip) fur eine Verwen- 
dung bei einer Arbei testation oder einem Personalcomputer 
zufOhrt, wird ebenfalls ein niedriger ESL- Wert verlangt 

Fig. 19 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der Kon- 
flguration der oben erwahnten MPU 31 und einer Leistungs- 65 
versorgung 32 zeigt 

In Fig. 19 umfafit die MPU 31 einen MPU-Chip 32 und 
einen Speicher 34. Die Leistungsversorgung 32 liefert Lei- 



stung zu dem MPU-Chip 33. Ein Entkopplungskondensator 
35 ist entlang der Leistungs Lei tung angeschlossen, die sich 
von der Leistungsversorgurig 32 zu dem MPU-Chip 33 er- 
streckt Signalleitungen erstrecken sich zwischen dem 
MPU-Chip 33 und dem Speicher 34. 

Der Entkopplungskondensator 35, der der MPU 31 zuge- 
ordnet ist wird entsprechend einem gewtthnlichen Entkopp- 
lungskondensator verwendet, um Rauschen zu absorbieren 
und Schwankungen der Leistungsversorgungsspannung zu 
glatten. Der MPU-Chip 33 weist eine Beuiebsfrequenz von 
500 MHz oder mchr auf, wobci sich gegenwartig cinigc 
Chips in der Entwicklung befinden, die eine Betriebsfre- 
quenz von 1 GHz erreichen. Bei Hochgeschwindigkeitsan- 
wendungen, die mit einem solchen MPU-Chip 33 Schritt 
halten, wird von dem Kondensator eine schnelle Leistungs- 
versorgungsfunktion verlangt Wenn die Leistung sofort be- 
ndtigt wird, beispielsweise bei einem Hochfahren, liefert die 
schnelle Leis rungs versorgungsfiinktion die Leistung inner- 
halb weniger Nanosekunden aus einer Elektrizitat die in ei- 
nem Kondensator gespeichert ist 

Die MPU 31 erfordert daher einen Entkopplungskonden- 
sator 35, der eine Induktivitat aufwedst, die so klein wie 
moglich ist, beispielsweise 10 pH oder eine geringere In- 
duktivitat Daher ist ein Kondensator mit einer niedrigen In- 
duktivitat erf ordcrlich, um als der Entkopplungskondensator 
zu wirken. 

Ein MPU-Chip 33, der eine Betriebstaktfrequenz von 
450 MHz aufweist, wird nun beispielsweise mit 1,8 Volt bis 
2,0 Volt Gleichspannung versorgt wobei sein Leistungsver- 
brauch 23 W betragt, <L h., daB ein ein Strom von 12 A ge- 
zogen wird. Um den Leistungsverbrauch zu reduzieren, 
wird die MPU 31 eingestellt, um in einem Schlafmodus mit 
einem Leistungsverbrauch von 1 W zu arbeiten, wenn sich 
dieselbe nicht in Gebrauch be&ndet Wenn die MPU 31 von 
dem Schlafmodus in einen aktiven Modus gebracht wird, ist 
es erfordedich, daB der MPU-Chip 33 mit einer Leistung 
versorgt wird, die ausreichend ist um den aktiven Modus in- 
nerhalb weniger Takte zu starten. Bei der Betriebstaktfre- 
quenz von 450 MHz muB die Leistung inner h alb von 4 bis 7 
. Nanosekunden geliefert werden, wenn die MPU 31 von dem 
Schlafmodus in den aktiven Modus gebracht wird. 

Da die Leis tungszufuhr von der Leistungsversorgung 32 
nicht schnell genug ist, wird zuerst die Ladung, die in dem 
Entkopplungskondensator 35 in der Nahe des MPU-Chips 
33 gespeichert ist entladen, um Leistung zu dem MPU-Chip 
33 zu zuzufilhren, bis die Leis tungszufuhr von der Lei- 
stungsversorgung 32 beginnt 

Bei einer Betriebstaktfrequenz von 1 GHz muB der ESL- 
Wert des Entkopplungskondensators 35 in der Nahe des 
MPU-Chips 33 10 pH oder weniger betrag en, damit der Ent- 
kopplungskondensator 35 auf die oben beschriebene Art 
und Weise wirken kann. 

Der ESL-Wcrt von typischen Mehrschichtkondcnsatoren 
reicht von 500 pH bis 800 pH, was weit von dem oben er- 
wahnten Wert von 10 pH entfemt ist Bei dem Mehrschicht- 
kondensator wird eine solche Induktivitatskomponente er- 
zeugt da ein magnetischer FluB, des sen Richtung durch ei- 
nen Strom, der durch den Mehrschichtkondensator fliefit 
bestimmt wird, erzeugt wind, und aufgrund des magne- 
tischen Flusses eine Selbstinduktivitat erzeugt wird. 

Strukairen von Mehrschichtkondensatoren, die einen 
niedrigen ESL-Wert erzielen konnen, sind in dem U.S. -Pa- 
Lent 5,880,925, der japanischen ungeprUfien Palentanmel- 
dung 2-159008, der japanischen ungepriiften Patentanmel- 
dung 11-144996 und der japanischen ungepriiften Patentan- 
meldung 7-201651 vorgeschlagen worden. 

Das oben off enb arte Verfahren zum Erzielen eines niedri- 
gen ESL-Wertes basiert hauptsachlich auf dem Unterdruk- 
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ken bzw. Ausgleichen von magnetischen Fltissen, die bei 
dem Mehrschichtkondensator induziert werden. Urn magne- 
tische RQsse auszugleichen, wild die Rich tun g eines Stro- 
mes, der in dem Mehrschichtkondensator fliefit, verschie- 
denartig eingestelit. Urn die Richtung des Stromes verschie- 
denartig einzustellen, wird die Anzahl von Anschlufielektro- 
den, die auf der fiuBeren Oberflache des Kondensatorkorpers 
angeordnet sind, erhtfht, so daB die Anzahl von AnschluBlei- 
tungen der inneren Elektroden, die mit den entsprechenden 
aufieren Anschlufielektroden elektrisch verbunden sind, er- 
h6ht wirdl Glcichzcitig sind die Anschlufilcitungcn der in- 
neren Elektroden in mehrere verschiedene Richtungen aus- 
gerichtet 

Die Wirksamkeit des vorgeschlagenen Verfahrens zum 
Erzielen eines niedrigen ESL-Wertes bei dem Mehrschicht- 
kondensator reichtnicht aus. 

Die US 5,880,925 und die japanische ungepriifte Patent- 
anmeldung 2-159008 offenbaren beispielsweise eineStruk- 
tur, bei der sich die AnschluBleitungen Yon inneren Elektro- 
den zu gegenttberliegenden Seiten eines Kondensatorkor- 
pers erstrecken. Man schatzt, daB eine solche Struktur einen 
geringen ESLrWert von etwa 100 pH erzielt 

Die japanische ungepriifte Patentanmeldung 11-144996 
ofFenbart eine Struktur, bei der sich die AnschluBleitungen 
von inneren Elektroden zu vicr Scitcn eines Kondensator- 
korpers erstrecken, und zeigt, daB der beste ESL-Wert 
40pHbetragL 

Das japanische ungepriifte Patentanmeldung 7-201651 
offenbart eine Struktur, bei der sich die AnschluBleitungen 
der 'inneren Elektroden zu der oberen und unteren Haupt- 
oberflache eines KondensatorkSrpers erstrecken, und zeigt, 
daB der beste ESI^Wert 50 pH betragt 

Aus diesem Grund rnufl eine Mehrzahl von parallel ge- 
schalteten Mehrschichtkondensatoren herkommlicherweise 
auf einer Verdrahtungsplatine angebracht werden, urn bei ei- 
ner Hochfrequenzschaltung, die einen Mehrschichtkonden- 
sator fur einen MPU-Chip aufweist (einschlieBlich einer 
Leistungsversorgungsleitung) einen ESL-Wert zu erzielen, 
der 10 pH klcin ist. Folglich nimmt die Bcfcstigungsfl ache 
zu, die fiir die Mehrzahl von Mehrschichtkondensatoren er- 
forderlich ist, was das Erreichen eines kompakten Designs 
eines Elektronik-Bau elements, das in einer Hochfrequenz- 
schaltung umfaBt ist, verhindert. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, 
einen Mehrschichtkondensator zu s chaff en, bei dem ein 
niedrigerer ESL-Wert erzielt werden kann ; so daB derselbe 
fur sehr schnelle Anwendungen einsetzbar ist. 

Diese Aufgabe wird durch einen Mehrschichtkondensator 
gemafi Anspruch 1 oder 20 gelost, 

Urn die im vorhergehenden beschriebenen Probleme zu 
uberwinden, steUen bevorzugte AusfUhrungsbeispiele der 
vorliegenden Erfindung einen verbesscrten Mehrschicht- 
kondensator, der cincn schr niedrigen ESL-Wert erzielt, so- 
wie eine Verdrahtungsplatine und eine Hochfrequenzschal- 
tung bereit, die beide den Mehrschichtkondensator, der ei- 
nen sehr niedrigen ESL-Wert erzielt, aufweisen. 

Ein Mehrschichtkondensator eines bevorzugten AusfUh- 
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung umfaBt einen 
KondensatorkcVper mit zwei gegenliberliegenden Haupt- 
oberflachen und vier Seitenoberfiachen, die die zwei gegen- 
Uberliegenden Hauptoberflachen miteinander verbinden. 
Der KondensatorkOrper umfaBt eine Mehrzahl von dielektri- 
schen Scbichten, die sich parallel zu den Hauptoberflachen 
erstrecken, und zumindest ein Paar Von ersten und zweiten 
inneren Elektroden, die einander gegeniib erliegen, wobei 
zwischen denselben eine spezielle dielektrische Schicht an- 
geordnet ist, urn eine Kondensatoreinheit zu definieren. 

Der Mehrschichtkondensator der vorliegenden Erfindung 



ist aufgebaut, urn die Probleme bei herkdmmlichen Bauele- 
menten zu Uberwinden. Genauer gesagt, sind eine erste Sei- 
tenoberflachenanschlufielektrode und eine zweite Seiten- 
oberflachenanschlufielektrode auf zumindest einer der Sei- 

5 tenobernachen des Kondensatorkorpers vorgesehen, wah- 
rend zumindest eine HauptoberfiachenanschluBelektrode 
auf zumindest einer der Hauptoberflachen des Kondensator- 
korpers vorgesehen ist 

Der erste Seitenoberflacbenanschlufi und der zweite Sei- 

10 tenoberflachenanschlufi sind mit der ersten <• inneren Elek- 
trode bzw. der zweiten inneren Elcktrodc elektrisch verbun- 
den, wobei entweder die erste innere Elektrode oder die 
zweite innere Elektrode durch einen Durchkontaktierungs- 
lochleiter, der die dielektrische Schicht durchdringt, mit der 

IS HauptoberfiachenanschluBelektrode elektrisch verbunden 
ist 

Die erste SeitenoberflachenanschiuBelektrode und die 
zweite SeitenoberflachenanschluBelektrode sind vorzugs- 
weise auf jeder von zwei seitlichen Oberflachen vorgesehen, 

20 und sind bevorzugter auf jeder der vier seitlichen Oberfla- 
chen vorgesehen. 

Die erste SeitenoberflachenarochluBelektrode und die 
zweite SeitenoberflachenanschluBelektrode sind vorzugs- 
weise benachbart zueinander auf jeder Seitenoberflache an- 

25 gcordnct, und sind besonders bevorzugt cntlang jeder der 
vier Seitenoberflachen benachbart zueinander angeordnet. 

Die HauptoberflachenanschluBelektrode kann auf einer 
der zwei Hauptoberflachen oder auf jeder der zwei Haupt- 
oberflachen vorgesehen sein. 

30 Der Durchkontaktierungslochleiter weist einen Abschnitt 
auf, der die innere Elektrode auf eine solche Art und Weise 
durchdringt, daB der Durchkontaktierungslochleiter von der 
inneren Elektrode, die nicht mit demselben verbunden ist, 
elektrisch isoliert verbleibt Diese Anordnung ist implemen- 

35 tiert, wenn eine Mehrzahl von inneren Elektroden, d. h. die 
ersten und zweiten inneren Elektroden, umfaBt sind 

Die HauptoberflachenanschluBelektroden umfassen vor- 
zugsweise eine erste HauptoberflachenanschluBelektrode 
und cine zweite HauptobcrflachcnanschluBclcktrodc, die 

40 mit der ersten inneren Elektrode bzw. der zweiten inneren 
Elektrode elektrisch verbunden sind. In diesem Fall konnen 
die erste HauptobertlachenanschluBelektrode und die zweite 
HauptoberflachenanschluB elektrode auf ldeiglicb einer der 
zwei Hauptoberflachen oder auf jeder der zwei Hauptober- 

45 fla'chen vorgesehen sein! Bei jeder Hauptoberflache ist vor- 
zugsweise die zweite HauptoberflachenanschluBelekurode 
diejenige, die am nachsten zu der ersten Hauptoberflachen- 
anschluBelektrode angeordnet ist, und die erste Hauptober- 
flachenanschlufielektrode vorzugsweise diejenige, die am 

50 nachsten zu der zweiten HauptoberflachenanschluBelek- 
trode angeordnet ist. 

Wenn die erste und zweite HauptoberftacheiianschluB- 
clcktrodc angeordnet sind, kann die erste Hauptobcrflachcn- 
anschluBelektrbde auf einer Hauptoberflache vorgesehen 

55 sein, w&hrend die zweite HauptoberflachenanschluBelek- 
trode auf der anderen Hauptoberflache vorgesehen sein 
kann. 

Die Durchkontaktierungslochleiter umfassen vorzugs- 
weise einen ersten Durchkontaktierungslochleiter, der die 

60 erste innere Elektrode mit der ersten Hauptob erflachenan- 
schluBelektrode derail elektrisch verbindet daB das erste 
Durchkontaktierungsloch von der zweiten inneren Elek- 
trode elektrisch isoliert verbleibt, und einen zweiten Durch- 
kontaktierungslochleiter, der die zweite innere Elektrode 

65 mit der zweiten IlauptoberflachenanschluBelekuxxie derart 
elektrisch verbindet, daB das zweite Durchkontaktierungs- 
loch von der ersten inneren Elektrode elektrisch isoliert ver- 
bleibt 
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Die SeitenoberflSchenanschluBelektroden konnen eine 
Elektrode urnfassen, die fiber zwei benachbarte Seitenober- 
fiachen gespreizt ist. 

Die Hauptoberflfiche des Kondeiisatorkorpers von bevor- 
zugten AusfUhrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung 5 
ist Yorzugsweise allgemein quadratisch. 

Der Mehrschichtkondensator von bevorzugten AusfUh- 
ruagsbeispielea der Yorliegeaden Erfindung ist als ein Ent- 
kopplungskondensator nutzlich, der mit einer elektrischeu 
Schaltung eines Mikroverarbeirungseinheitschips in einer 10 
Mikrovcrarbcitungscinhcit verbunden ist. 

Daniberhinaus kann ein Mehrschichtkondensator gemaB 
bevorzugten AusfUhrungsbeispielen der vorliegenden Erfin- 
dung in einer Verdrahtungspladne umfafit und an derselben 
angebracht sein. Ein Mikroverarbeitungseiriheit-Cbip kann IS 
auf einer Verdrah tungsplatine dieses bevorzugten AusfUh- 
rungsbeispieis der vorliegenden Erfindung angebracht sein. 

Die HauptoberftachenanschwBelektrode auf dem Mehr- 
schichtkondensator ist Yorzugsweise mit der Verdrahtungs- 
pladne uncer Verwendung einer Hockerverbindungselek- 20 
trode verbunden. Die SeitenoberflachenanschluBelektrode 
des Mehrscbichtkondensators kann mit der Verdrahtungs- 
pladne verbunden sein. 

Ferner kann ein weiteres bevorzugtes Ausfuhrungsbei- 
spicl der vorliegenden Erfindung cine Hochfrcqucnzschal- 25 
tang sein, die den Mehrschichtkondensator von verschiede- 
nen bevorzugten AusfUhrungsbeispielen der vorliegenden 
Erfindung umfafit 

Bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden Er- 
findung werden nachfolgend unter Bezugnahme auf die bei- 30 
liegenden Zeichnungen naher erl&utert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Draufsicht, die schematisch einen Mehr- 
schichtkondensator eines ersten bevorzugten AusfQhrungs- 
beispiels der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 2 eine perspektivische Anstcht, die das SuBere Er- 35 
scheinungsbild des Mehrschichtkondensators von Fig. 1 
zeigt; 

Fig. 3A und Fig. 3B Schnittansichten, die den ihneren 
Aufbau des Mehrschichtkondensators von Fig. 1 zeigen, 
wobei Fig. 3A einen Querschnitt zeigt, entlang dessen sich 40 
eine erste innere Elektrode erstreckt, und Fig. 3B einen 
Querschnitt zeigt, entlang dessen sich eine zweite innere 
Elektrode erstreckt; 

fig. 4 eine Querschnittansicht des Mehrschichtkondensa- 
tors von Fig. 1 entlang der Linien IV-IV in den Fig. 3 A und 45 
3B; 

Fig. 5 eine Querschnittansicht eines Mehrschichtkonden- 
sators eines zweiten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels der 
vorliegenden Erfindung, die derjenigen von Fig. 4 ent- 
spricht; . . 50 

Fig. 6 eine Querschnittansicht eines Mehrschichtkonden- 
sators eines dritten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels der 
vorliegenden Erfindung, die derjenigen von Fig. 4 cnt- 
spricht; 

Fig. 7 eine Draufsicht, die schematisch einen Mehr- 55 
schichtkondensator als ein erstes Vergleichsbeispiel im Ver- 
gleich zu dem Mehrschichtkondensator, der in Fig. 1 gezeigt 
ist, zeigt; 

Fig. 8 eine Draufsicht, die schematisch einen Mehr- 
schichtkondensator als ein zweites Vergleichsbeispiel im 60 
Vergletch zu dem Mehrschichtkondensator, der in Fig. 1 ge- 
zeigt ist, zeigt; 

Fig. 9 eine Draufsicht, die scheinalisch einen Mehr- 
schichtkondensator eines vicn.cn bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiels der Erfindung zeigt; 65 

Fig. 10 eine Draufsicht, die schematisch einen Mehr- 
schichtkondensator eines funften bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiels der vorliegenden Erfindung zeigt; 



jg. 11 eine Draufsicht, die schematisch einen Mehr- 
schichtkondensator eines sechsten bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 12 eine Draufsicht, die schematisch einen Mehr- 
schichtkondensator eines siebten bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiels der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 13 eine Draufsicht, die schematisch einen Mehr- 
schichtkondensator eines achten bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiels der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 14 eine Draufsicht, die schematisch einen Mehr- 
schichtkondensator cincs ncuntcn bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 15 eine Draufsicht, die schematisch einen Mehr- 
schichtkondensator eines zehnten bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 16 eine Draufsicht, die schematisch einen Mehr- 
schichtkondensator eines elf ten bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiels der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 17 eine Querschnittansicht, die schematisch den Auf- 
bau einer Mikroprozessoreinheit zeigt, die einen Mehr- 
schichtkondensator gemaB bevorzugten AusfUhrungsbei- 
spielen der vorliegenden Erfindung aufweist, wobei der- 
selbe einen Entkopplungskondensator definiert; 

Fig. 18 eine Querschnittansicht, die schematisch den Auf- 
bau einer Mikroprozessoreinheit zeigt, die einen Mehr- 
schichtkondensator gem&B bevorzugten AusfUhrungsbei- 
spielen der vorliegenden Erfindung aufweist,- wobei der- 
selbe einen Entkopplungskondensator definiert, wobei die 
Mikroverarbeitungseinheit einen Aufbau umfafit, der sich 
von demjenigen der Mikroverarbeitungseinheit, die in Fig. 
17 gezeigt ist, unterscheidet; und 

Fig. 19 ein Blockdiagramm, das schematisch die Konfi- 
guration einer Mikroprozessoreinheit und einer Leistungs- 
versorgung zeigt, die sich auf die vorliegende Erfindung be- 
zieht 

Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen einen Mehrschichtkondensator 1 
gemaB einem ersten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung. Fig. 1 ist eine Draufsicht, die sche- 
matisch das Layout von AnschluBclcktrodcn des Mehr- 
schichtkondensators 1 zeigt. Fig. 2 ist eine perspektivische 
Ansicht, die das auBere Erscheinungsbild des Mehrschicht- 
kondensators 1 zeigt Fig. 3A und 3B sind Schnittansichten, 
die den inneren Aufbau des Mehrschichtkondensators 1 zei- 
gen, wobei unterschiedliche Querschnitte desseiben darstellt 
sind. Fig. 4 ist eine Querschnittansicht des Mehrschichtkon- 
densators 1 entlang der Linien IV-IV in den Fig. 3A und 3B. 

Der Mehrschichtkondensator 1 umfafit einen Kondensa- 
torkOrper 8, der zwei gegenUberiiegende Hauptoberflachen 
2 und 3 und vier Seitenoberflachen 4, 5, 6 und 7 aufweist, 
die die Hauptoberflachen 2 und 3 miteinander verbinden. 
Bei diesem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel sind die 
Hauptoberflachen 2 und 3 vorzugsweise im wesentlichen 
quadratisch. 

Der Kondensatorkorper 8 umfafit eine Mehrzahl von di- 
elektrischen Schichten 9, die beispiels weise aus einem kera- 
mischen Dielektrikum hergestellt sind und sich parallel zu 
den Hauptoberflachen 2 und 3 erstrecken, und eine Mehr- 
zahl von Paaren einer ersten inneren Elektrode 10 und einer 
zweiten inneren Elektrode 11, die einander gegeniiberliegen, 
wobei eine spezielle dielektrische Schicht 9 zwischen den- 
selben angeordnet ist, urn eine Kondensatoreinheit zu defi- 
nieren. Bei diesem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel wei- 
sen die erste und zweite innere Elektrode 10 und 11 Formen 
auf, die vorzugsweise im wesentlichen zueinander identisch 
sind, wobei dieselben jedocb angeordnet sind, urn relativ zu- 
. einander am etwa 90 Grad gedreht zu sein. FUr die Struktur 
von inneren Eleklroden wird vorzugsweise eine einzelne 
TVpstruktur verwendet, wodurch die Herstellung des Kon- 
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densators vereinfacht wirdL 

Bei dieser Beschreibung bezieht sicb der Ausdruck "Kon- 
dens atoreinheit M auf eine minimaie Einheit, die eine Kapazi- 
tat mit einem Paar von inneren Elektroden erzeugt 

Bine Mebrzahl. von ers ten und zweiten S eitenoberfiachen- s 
anschluB elektroden 12 und 13 erstrecken sicb in der Form 
von Streifen entlang den Seitenoberflachen 4 bis 7 des Kon- 
densatorktirpers 8, wobei sicb dieselben weiter erstrecken, 
urn die Hauptoberflachen 2 und 3 teilweise zu bedecken. 

G enauer ges ag t, sind auf jeder der Seitenoberflachen 4 bis 10 

7 vorzugswcisc insgcsamt drci Scitcnobcrflachcnanschlufl- 
elektroden vorgesehen. Die ersten Seitenoberflachenan- 
scblufielektroden und die zweiten Seitenoberflachenan- 
scblufielektroden 13 sind entlang der vier Seitenoberflachen 

4 bis 7 abwecbselnd angeordnet, wobei sich eine erste Sei- 15 
tenoberflachenanschlufielektrode 12 benacbbart zu einer 
zweiten Sei tenoberflachenariscMuB elektrode 13 betindet. 

Eine Mehrzahl von ersten und zweiten Hauptoberflachen- 
anschluBelektroden 14 und 15 ist vorzugsweise in der Form 
von irn wesentlichen kreisfttrmigen Baugliedem auf einer 20 
Hauptoberflacbe 2 des KondensatorkOrpers 8 vorgesehen. 

Bei diesein bevorzugten Ausflihrungsbeispiel sind die 
zwei ersten HauptoberflachenanschluBelektroden 14 und die 
zwei zweiten HauptoberflachenanschluBelektroden 15 auf 
der Hauptoberflacbe 2 vorzugswcisc dcrart vorgesehen, daB 25 
die zweite HauptoberrlachenanschluSelektrode 15 diejenige 
ist, die am nachsten zu der ersten Hauptoberflachenan- 
schlufielektrode 14 angeordnet ist, und derart, daB die erste 
HauptoberflHchenanschlufielektrode 14 diejenige 1st, die am 
nachsten zu der zweiten HauptoberflachenanscbluBelek- 30 
trode 15 angeordnet ist. 

. Fig. 3A zeigt einen Querschnitt, entlang dessen sicb die 
erste innere Elektrode 10 erstreckt deren Fig. 3B einen 
Querschnitt zeigt, entlang dessen sich die zweite innere 
Elektrode 11 erstreckt. 35 

In Fig. 3A und Fig. 4 erstreckt sich die innere Elektrode 
10 auf jede der vier Seitenoberflachen 4 bis 7, wobei die- 
selbe an ihren Enden mit den ersten Seitenoberflachenan- 
schluficlcktrodcn 12 clcktrisch verbunden ist 

In Fig. 3B und Fig. 4 erstreckt sich die zweite innere 40 
Elektrode 11 auf jede der vier Seitenoberflachen 4 bis 7, wo- 
bei dieselbe an ihrem Ende mit den zweiten Seitenoberfla- 
chenanschluBelektroden 13 elektrisch verbunden ist 

Erste Durchkontaktierungslochleiter 16, die spezielle di- 
elektrische Schichten 9 durchdringen, sind innerhalb des 45 
KondensatorkGrpers 8 angeordnet, urn die ersten inneren 
Elektroden 10 mit den ersten HauptoberftachenanschluB- 
elektroden 14 elektrisch zu verbinden. Zwei der Durchkon- 
taktierungslochleiter 17, die spezielle dielektrischen Schich- 
ten 9 durchdringen, sind innerhalb des Kondens atorkd rpers 50 

8 angeordnet, urn die zweiten inneren Elektroden U mit den 
zweiten HauptoberflachenanschluBelektroden 15 elektrisch 
zu Ycrbindcn. 

Um bei diesem bevorzugten Ausflihrungsbeispiel eine 
groBe Kapazitat zu erzeugen, sind in der Richtung der Lami- 55 
nierung der dielektrischen Schichten 9 eine Mehrzahl von 
ersten inneren Elektroden 10 und von zweiten inneren Elek- 
troden 11 abwecbselnd angeordnet, wobei sich eine Mehr- 
zahl von Paaren von gegenubertiegenden Ahschnitten der 
jeweiligen Elektroden gegenuberliegen, wodurch eine 60 
Mehrzahl von Kondensatoreinheiten definiert sind. Die 
Mehrzahl von Kondensatoreinheiten sind durch die ersten 
und zweiten Durchkontaklierungslochleiler 16 und 17 paral- 
lel geschaltet 

B ei dieser Anordnung durchdringt der erste Dure hkon tak- 65 
tierungslochleiter 16 die zweiten inneren Elektroden 11 und 
erstreckt sich durch dieselben, wobei derselbe die Mehrzahl 
von ersten inneren Elektroden 10 elektrisch verbindet. Der 
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zweite Durchkontaktierungslochleiter 17 durchdringt die er- 
sten inneren Elektroden 10 und erstreckt sich durch diesel- 
ben, wobei derselbe die Mehrzahl von zweiten inneren Elek- 
troden 11 elektrisch verbindet 

Die zweite innere Elektrode 11 weist um den ersten 
Durchkontaktierungslochleiter 16 einen Zwiscbenraum 18 
auf, durch den der erste Durchkontaktierungslochleiter 16 
von der zweiten inneren Elektrode 11 elektrisch isoliert ist 
Die erste innere Elektrode 10 weist um den zweiten Durch- 
kontaktierungslochleiter 17 einen Zwischenraum 19 auf, 
durch den der zweite Durchkontaktierungslochleiter 17 von 
der ersten inneren Elektrode 10 elektrisch isoliert ist 

Fig. 1 zeigt das Layout der AnschluBelektroden 12 bis 15 
des Mehrschicbtkondensators 1, der auf diese Weise aufge- 
baut ist In Fig. 1 sind die SeitenoberflachenanschluBelek- 
troden 12 und 13 derart gezeigt, daB dieselben eine im we- 
sentlichen rechteckige Form aufweisen, wobei dieselben je- 
doch auch andere Formen aufweisen kannen. Die erste Sei- 
tenoberflachenanschluBelektrode 12 ist in schwarz gezeigt, 
damit die ersten SeitenoberflachenanschluBelektrode 12 von 
der zweiten SeitenoberfiachenanschluBelektrode 13 zu un- 
terscheiden ist. Die ersten HauptoberflachenanschluBelek- 
troden 14 und die zweiten HauptoberflachenanschluBelek- 
troden 15 sind derart gezeigt, daB dieselben eine im wesent- 
lichen kreisfbrmige Form aufweisen, abcr dieselben k6nncn 
andere Formen aufweisen. Die erste Hauptoberfl&chenan- 
schluBelektrode 14 ist in schwarz gezeigt, damit die erste 
HauptoberflachenanschluBelektrode 14 von der zweiten 
HauptoberflachenanschluBelektrode 15 zu unterscheiden ist 

In Fig. 1 sind typische StrOme, die bei diesem bevorzug- 
ten Ausflihrungsbeispiel des Mehrschicbtkondensators flie- 
Ben, durch Pfeile gezeigt 

In Fig. 1 flieBen in dem KondensatorkGrper 8 des Mehr- 
schichtkondensators 1 in dem ungefahren Mittelabschnitt 
der Hauptoberfiache 2 und in der Nahe der Seitenoberfla- 
chen 4 bis 7 Strtfnie in einer Vielzahl von Richtungen. Ma- 
gnetische Russe, die durch diese Str&me erzeugt werden, 
werden efELzient unterdruckt bzw. ausgeglichen, wodurch 
die Erzcugung der magnctischen Riissc fblglich gestcuert 
wird. Die Lange des Strom-fUhrenden Weges wird entspre- 
chend verkurzt Folglich wird der ESL-Wert des Mehr- 
schichtkondensators 1 sehr reduziert, um einen sehr niedri- 
gen Wert aurzu weisen. 

Da die Hauptoberflachen 2 und 3 des Kondensatorkdrpers 
8 des Mehrschichtkondensators 1 allgemein quadratisch 
sind, werden die ersten und zweiten Seitenoberflfichenan- 
schluBelektroden 12 und 13 und die Hauptoberflachenan- 
schluBelektroden 14 und 15 einfach in einem ausgegliche- 
nen Layout angeordnet, um die Wirkung des Unterdruckens 
des magnetischen Flusses, verglichen zu einem Kondens a- 
tprkorper mit einer rechteckigen Form, zu erhohen. Dies 
verringert den ESL-Wert weiter. 

Fig. 5 zeigt cin zwcites bevorzugtes AusfUhrungsbcispicl 
der vorliegenden Erfindung, wobei dieselbe der Fig. 4 ent- 
spricht, die das erste bevorzugte AusfUhrungsbeispiel zeigt. 

In Fig. 5 sind Elemente, die zu denjenigen identisch sind, 
die bezugnehmend auf Fig. 4 beschrieben wurden, mit den 
gleichen Bezugszeichen an gezeigt, wobei die Beschreibung 
dieser gemeinsamen Elemente hier nicht wiederholt wird. 

Bei einem Mehrschichtkondensator la, der in Fig. 5 ge- 
zeigt ist ist eine erste HauptdberflachenanschluBelektrode 
14 auf einer HauptoberMche 2 angeordnet wahrend eine 
zweite HauptoberflachenanschlufielekUode 15 auf der ande- 
ren Hauptoberflache 3 angeordnet ist 

Fig. 6 zeigt cin drittes bevorzugtes AusfUhrungsbeispiel 
der Yorliegenden Erfindung, wobei dieselbe Fig. 4 ent- 
spricht, die das erste bevorzugte AusfUhrungsbeispiel zeigt. 
In Fig. 6 sind Elemente, die identisch zu denjenigen sind, 
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die in Fig. 4 beschrieben wurden, mit den gleichen Bezugs- 
zeichea angegeben, wobei die Beschreibung der gemeinsa- 
men Elemeote bier nicht wiederholt wird. 

Bei einem Mehrschichtkondensator lb, der in Fig. 6 ge- 
zeigt ist, sind eine erste HauptoberfiachenanschluBelektrode 5 
14 und eine zweite HauptoberflSichenanschluBelektrode 15 
auf jeder der zweiten Hauptoberflachen 2 und 3 vorgesehen. 

Bei demMehrschichtkoadensator la, der in Fig. 5 gezeigt 
ist, und dem Mehrschichtkondensator lb, der In Fig. 6 ge- 
zeigt ist, kann das Layout der AnschluBelektroden 12 bis 15 10 
fcmcr wic das Layout dcs MchrschichtkondcDsators 1, der 
in Fig. 1 gezeigt ist, gezeigt werden. 

Bei dem Mehrschichtkondensator 1, der in den Fig. 1 bis 
Fig. 4 gezeigt ist, sind die Richtungen der Strdme, die durch 
die ersten und zweiten Durchkontaktierungslochleiter 16 IS 
und 17 fliefien, in dem Querschnitt, der in Fig. 4 gezeigt ist, 
entgegengerichteL Bei dem Mehrschichtkondensator la, der 
in Fig. 5 gezeigt ist, und dem Mehrschichtkondensator lb, 
der in Fig. 6 gezeigt ist, sind die Richtungen der S trome, die 
durch die ersten und zweiten Durchkontaktierungslochleiter 20 
16 und 17 fliefien, die gleichen. Folglich tlbertrifft der Mehr- 
schichtkondensator 1, der in Fig. 1 gezeigt ist, die Mehr- 
schichtkondensatoren la und lb bzgl. der Reduzderung des 
ESL-Werts. 

Urn die Wirksamkcit dcs Mchrschichtkondcnsators 1, der 25 
in Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt ist, bezUglich der Reduzierung 
des ESL-Werts zu verifizieren, sind als ein Vergleichsbei- 
spiel 1, das in Fig. 7 gezeigt ist, ein Mehrschichtkondensator 
20 und als ein Vergleichsbeispiel 2, das in Fig. 8 gezeigt ist, 
ein Mehrschichtkondensator 21 vorbereitBt Fig. 7 und Fig. 30 
8 zeigen den Mehrschichtkondensator 20 bzw. den Mehr- 
schichtkondensator 21 auf die gleiche Art und Weise, wie 
Fig. 1 den Mehrschichtkondensator 1 zeigt Zur Vereinfa- 
chung eines Vergleichs werden gleiche Komponenten mit 
gleichen Bezugszeichen angegeben. 35 

Der Mehrschichtkondensator 1, der in Fig. 1 gezeigt ist, 
umfaBt vorzugs weise insgesamt 16 AnschluBelektroden 12 
bis 15, die die sechs ersten SeitenoberflachenanschluBelek- 
troden 12, die scchs zweiten ScitcnobcrflachcnanschluB- 
elektroden 13, die zwei ersten Hauptoberfiachenanschlufi- 40 
elektroden 14 und die zwei zweiten Hauptoberflachenan- 
schlufielektroden 15 urnfassen. Bei den Mehrschicbtkon- 
densatoren 20 und 21, die in Fig. 7 bzw. Fig. 8 gezeigt sind, 
sind ebenfalis 16 Elektroden 12 bis 15 vorgesehen. 

Genauer gesagt, weist der Mehrschichtkondensator 20, 45 
der in Fig. 7 gezeigt ist, insgesamt 16 Elektroden auf, nam- 
lieu acht erste SeitenoberfiachenanschLufielektroden 12 und 
acht zweite Seitenoberflachenanschlufielektroden 13. Der 
Mehrschichtkondensator 21, der in Fig. 8 gezeigt ist, weist 
insgesamt 16 Elektroden auf, namlich acht erste Hauptober- 50 
flachenanschlufielektroden 14 und acht zweite Hauptober- 
flachenanschlufielektroden 15. 

Die Mchrschichtkondcnsatorcn 1, 20 und 21 wedsen Kon- 
densatorktirper 8 auf, die bzgl. Form und Abmessungen 
identisch sind. Die Abmessungen der Hauptoberflachen je- 55 
des Kondensatorkorpers 8 betragen vorzugs weise beispiels- 
weise etwa 2,5 mm mal etwa 2J5 mm. 

Diese Mehrschichtkondensatoren urnfassen Ubereinstim- 
mend eine Gesamtanzahl von 1 6 Elektroden und einen Kon- 
densatorkorper 8 mit identischer Form und identischen Ab- 60 
messungen. Die Frequenzcharakteristika der Mehrschicht- 
kondensatoren 1, 20 und 21 werden unter Verwendung eines 
Nelzwerkanalysators gemessen, um die ESL-Werlc aus Ei- 
genresonanzfrequenzen zu bestimmen. Der Mehrschicht- 
kondensator 1, der in Fig. 1 gezeigt ist, erzielt einen ESL- 65 
Wert von 12 pH, der Mehrschichtkondensator 20, der in Fig. 
7 gezeigt ist, weist einen ESL- Wert von 16 pH auf, und der 
Mehrschichtkondensator 21, der in Fig. 8 gezeigt ist, weist 



einen ESl^Wert von 24 pH auf. 

Aus diesen Ergebnissen ergibt sich, daB bei gegebener 
gleicher Gesamtanzahl von Elektroden 12 bis 15 das Bilden 
der ersten und zweiten Seitenoberflachen mschluBelektro- 
den 12 und 13 und der ersten und zweiten Hauptoberfla- 
chenanschluBelektroden 14 und 15, verglichen zum Bilden 
von lediglich den ersten und zweiten Seitenoberflachenan- 
schluBelektroden 12 und 13 oder verglichen zum Bilden von 
lediglich ersten und zweiten HauptoberflachenanschluB- 
elektroden 14 und 15 einen niedrigeren ESL- Wert ergibt 

Wcnn die AnschluBclcktrodcn gleichzcidg auf den Sei- 
tenoberflachen und den Hauptoberflachen vorgesehen sind, 
ist eine Wechselwirkung effizient wirksam, um die Erzeu- 
gung von magnetischen FlUssen zu steuern, wodurch ein 
Kondensator mit einem sehr niedrigen ESL-Wert geliefert 
wird, der durch ein Anordnen der Elektroden lediglich auf 
den Seitenoberflachen oder lediglich auf den Hauptoberfla- 
chen nicht erzielbar ist 

Fig. 9 bis Fig. 16 zeigen weitere bevorzugte Ausftth- 
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung. Diese Figuren 
zeigen die jeweiligen bevorzugten AusfUhrungsbeispiele 
auf eine Art und Weise, die gleichartig zu derjenigen von 
Fig. 1 ist In dea Fig. 9 bis Fig. 16 sind Elemente, die iden- 
tisch zu denjenigen sind, die bezugnehmend auf Fig. 1 be- 
schrieben sind, mit den gleichen Bezugszeichen angegeben, 
wobei die Beschreibung der genleinsamen Elemente hier 
nicht wiederholt wird. 

m Bei dem Mehrschichtkondensator 22, der in Fig. 9 ge- 
zeigt ist, sind zwei der ersten SeitenoberflachenanschluB- 
elektroden 12 bzw. zwei der SeitenobertlUchenanschlufi- 
elektroden 13 liber zwei benachbarte Seitenoberflachen ge- 
spreizt, d. h. tiber die benachbarten Seitenoberflachen 4 und 
5, 5 und 6, 6 und 7 sowie 7 Und 4. 

Der Mehrschichtkondensator 22, der in Fig. 9 gezeigt ist, 
erzielt einen sogar noch geringeren ESL-Wert als der Mehr- 
schichtkondensator 1, der in Fig. 1 gezeigt ist Genauer ge- 
sagt, ergibt sich ein ESL-Wert Yon 8 pH, wenn der Mehr- 
schichtkondensator 22, bei dem der Kondensatorkorpcr 8 
identisch zu denjenigen der vorhcrgchcndcn bcschricbcncn 
bevorzugten AusfUhrungsbeispielen ist, getestet wird. . 

Falls die ersten HauptoberflachenanschluBelektroden 14 
und die zweiten HauptoberftachenanschluBelektroden 15 
auf jeder der zwei Hauptoberflachen 2 und 3 vorgesehen 
sind, wie es in Fig. 6 gezeigt ist, steigt bei dem Mehrschicht- 
kondensator 22, der in Fig. 9 gezeigt ist, der ESL-Wert 
leicht an und ergibt einen ESL-Wert von 12 pH. 

Ein Mehrschichtkondensator 23, der in Fig. 10 gezeigt ist, 
ein Mehrschichtkondensator 24, der in Fig. 11 gezeigt ist, 
ein Mehrschichtkondensator 25, der in Fig. 12 gezeigt ist, 
ein Mehrschichtkondensator 26, der in Fig. 13 gezeigt ist, 
und ein Mehrschichtkondensator 27, der in Fig. 14 gezeigt 
ist, urnfassen alle einen Kondensatorkdrper 8, der im we- 
scntlichen rcchtcckigc Hauptoberflachen 2 und 3 aufweist 

Die Mehrschichtkondensatoren 23 bis 25 urnfassen zwei 
erste Seitenoberflachenanschlufi elektroden 12 und zwei 
zweite SeitenoberflachenanschluBelektroden 13, die auf le- 
diglich einer Seitenoberflache 4 angeordnet sind, die die lan- 
geren Seiten der Hauptoberflachen 2 und 3 miteinander ver- 
bindet Die Mehrschichtkondensatoren 26 und 27 urnfassen 
zwei erste Seitenoberfl^chenanschluBelektroden 12 und 
zwei zweite SeitenoberfltohenariSchluBelektroden 13, die 
auf einer Seitenoberflache 4 angeordnet sind, die die lange- 
ren Seiten der Hauptoberflachen 2 und 3 miteinander ver- 
bindet, und femer zwei erste Seitenoberflachenanschlufi- 
elektroden 12 und zwei zweite SeitenoberflachenanschiuS- 
elektroden 13, die auf der anderen Seitenoberflache 6 ange- 
ordnet sind, die der Seitenoberflache 4 gegeniiberliegt 

Die Mehrschichtkondensatoren 23 und 26 weisen jeweils 
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eine einzige Hauptoberflachenanschlufielektrode 15 auf, 
wahrend die Mehrschichtkondensatoren 24 und 27 jeweils 
insgesamt drei erste und zweite HauptoberflachenanschluB- 
elektroden 14 und 15 aufweisen, und der Mehrschichtkon- 
densator 25 insgesamt sechs erste und zweite HauptoberflS- 5 
chenanschlufielelctroden 14 und 15 aufweist 

Die ESL-Werte der Mehrschichtkondensatoren 23 bis 27, 
bei denen die Hauptoberfl&chen Abmessungen von bei- 
spielsweise etwa 3,2 mm mal etwa 1,6 mm aufweisen, sind 
wie fblgt bcs timrnt 10 

Der Mchrschichtkondcnsator 23 wcist cincn ESLrWcrt 
von 152 pH auf, der Mehrschichtkondensator 24 weist einen 
ESL-Wert von 84 pH auf, und der Mehrschichtkondensator 
25 weist einen ESL-Wert von 67 pH auf. Je groBer die An- 
zahl von ersten und zweiten HauptoberflachenanschluBelek- 15 
troden 14 und 15 ist desto kleiner ist der ES'L-WerL Kin 
Mehrschichtkondensator der keine Hauptoberflachenan- 
schluBelektroden aufweist, insbesondere der Mehrschicht- 
kondensator 23, der keine zweiten Hauptoberflachenan- 
schluBelektroden 15 aufweist, weist einen ESL-Wert von 20 
212 pH auf. 

Der Mehrschichtkondensator 26 weist einen ESL-Wert 
von 75 pH auf, wahrend der Mehrschichtkondensator 27 ei- 
nen ESL-Wert von 43 pH aufweist. Bin Mehrschichtkon- 
densator, der kcinc HaupcobcrfTachcnanschluBclcktrodcn 25 
aufweist, insbesondere der Mehrschichtkondensator 26, der 
keine zweiten HauptoberflachenanschluBelektrode 15 auf- 
weist, weist einen ESI^Wert von 102 pH auf. 

Der Vergleich des Mehrschichtkondensators 26 mit dem 
Mehrschichtkondensator 27 zeigt femer, daB der ESL-Wert 30 
umso kleiner wird, je groBer die Anzahl der ersten und zwei- 
ten HauptoberfiachenanscriluBelektroden 14 und 15 isL 
Durch einen Yergleich des Mehrschichtkondensators 23 mit 
dem Mehrschichtkondensator 26 und des Mehrschichtkon- 
densators 24 mit dem Mehrschichtkondensator 27 stellt sich 35 
beraus, daB das Erbdhen der Anzahl von Seitenoberfiachen 
4 bis 7, die die ersten und zweiten Seitenoberflachenan- 
schluBelektroden 12 und 13 umfassen, wahrend die Anzahl 
von ersten und zweiten ScitcnobcrflachcnanschluBclcktro- 
den 12 und 13 erhoht wird, den ESL-Wertes effizient redu- 40 
ziert. 

Bin Mehrschichtkondensator 28, der in Fig. 15 gezeigt ist 
weist insgesamt 16 SeitenoberflachenanschluBelektroden 12 
und 13 auf, d. h. zwei erste SeitenoberflachenanschluBelek- 
troden 12 und zwei zweite SeitenoberflachenanschluBeiek- 45 
troden 13, die auf jeder der vier Seitenoberfiachen 4 bis 7 
vorgesehen sind. 

Die Anzahl und die Positionen der ersten und zweiten 
SeitenoberrlachenanschluBelektroden 12 und 13 aus den 
oben beschriebenen bevorzugten Ausfuhrungsbeispieleu 50 
werden nach Bedarf moditiziert. Gleichartig werden die An- 
zahl und die Anordnung der ersten und zweiten Hauptober- 
flachcnanschmficlcktrodcn 14 und 15 nach Bedarf moditi- 
ziert 

Bin Mehrschichtkondensator 29, der in Kg. 1 6 gezeigt ist, 55 
weist eine minimale Anzahl von Elementen auf, die der 
Mehrschichtkondensator innerhalb des Schutzbereiches der 
voriiegenden Erfindung in Verbindung mit der Seitenober- 
flaxhenanschluBelektrode und der Hauptoberflachenan- 
schluBelektrode erforderL Genauer gesagt sind auf der Sei- 60 
tenoberflache 4 eine erste SeitenoberflachenanschluBelek- 
trode 12 und eine zweite SeitenoberflachenanschluBelek- 
Irode 13 vorgesehen, wahrend auf einer Hauploberflache 2 
eine zweite HauptobertlachenanschluBelekrrode 15 vorgese- 
hen ist 65 

Der Mehrschichtkondensator der bevorzugten Ausfttb- 
rungsbeispiele der voriiegenden Erfindung ist als der Ent- 
kopplungskondensator 35 in der MPU 31 verwendbar, die in 



Fig. 19 gezeigt ist Der Aufbau von MPUs, die den Mehr- 
schichtkondensator der bevorzugten AusfUhrungsbeispiele 
der voriiegenden Erfindung als einen Entkoppiungskonden- 
sator umfaB t haben, wird nun bezugnehmend auf die Fig. 17 
und Fig. 18 beschrieben. 

In Fig. 17 umfaBt eine MPU 36 eine Mehrschichtverdrah- 
tungsplatine 38 mit einem Hohlraum 37 auf ihrer unteren 
Oberftache auf. Ein MPU-Chip 39 ist auf der Verdrahtungs- 
platine 38 Oberfi&chen-befestigt Ein Mehrschichtkonden- 
sator 40 gem&B einem der im vorhergehenden beschriebe- 
nen bevorzugten AusfUhrungsbcispiclc der voriiegenden Er- 
findung, der als ein Entkopplungskondensator wirkt, ist in 
dem Hohlraum 37 der Verdrahtungsplatine 38 unterge- 
bracht. Die Verdrahtungsplatine 38 ist auf einer Hauptpla- 
tine 41 Oberflachenbefestigt 

Wie es schematisch gezeigt ist, sind Verdrahtungsleiter, 
die fur die MPU 36 erforderlich sind, auf der Oberflache der 
Verdrahtungsplatine 38 oder innerhalb derselben vorgese- 
hen. Durch diese Verdrahtungsleiter werden die Verbindun- 
gen, die in Fig. 10 gezeigt sind, eingerichtet 

Es werden nun typische Verbindungen erklart Eine heiB- 
seitige Leistungsversorgungselektrode 42 und eine Masse- 
Elektrode 43 sind innerhalb der Verdrahtungsplatine 38 vor- 
gesehen. 

Die hcifi-scitigc Leistungsversorgungselektrode 42 ist 
durch einen Durchkontaktierungslocbleiter 44 mit einer spe- 
ziellen HauptoberflachenanschluBelektrode 45 und einer 
speziellen SeitenoberflachenanschiuBelektrode 46 des 
Mehrschichtkondensators 40, durch einen Durchkontaktie- 
rungslocbleiter 47 mit einem speziellen AnschluB 48 des 
MPU- Chips 39 und femer durch einen Durchkontaktie- 
rungslocbleiter 49 mit einem heiB-seitigen LeiteranschluB- 
fl ache 50 der Hauptplatine 41 elektrisch verbunden. 

Die Masseelektrode 43 ist durch Durchkontaktienings- 
lochleiter 51 mit einer speziellen Hauptoberflachenan- 
schluBelektrode 52 und einer speziellen Seitenoberflachen- 
anschluBelektrode 53 des Mehrschichtkondensators 40, 
durch einen Durchkontaktierungslochleiter 54 mit einem 
speziellen AnschluB 55 des MPU-Chips 39 und femer durch 
einen Durchkontaktierungslochleiter 56 mit einem Masse- 
leiteranschluBbereich 57 der Hauptplatine 41 elektrisch ver- 
bunden. 

Die Hauptoberfiachenanschlufielektroden 45 und 52 des 
Mehrschichtkondensators 40 sind mit den Durchkontaktie- 
rungslochleitern 44 bzw. 51 unter Verwendung von Hockern 
CBump's) verbunden, obwohl dieselben in Fig. 17 nicht ge- 
zeigt sind. 

Ein Speicher, der dem Speicher 34, der in Fig. 19 gezeigt 
ist entspricht ist in Fig. 17 nicht gezeigt 

Die MPU 58, die in Fig. 18 gezeigt ist und die MPU 36, 
die in Fig. 17 gezeigt ist weisen eine Anzahl von Elementen 
gemeinsam auf. Gleiche Elemente sind mit gleichen Be- 
zugszcichen angegeben, wobci die Erortcrung bczuglicb der 
gemeinsamen Elemente nicht wiederholt wird. 

Bei dem Mehrschichtkondensator 40, der in der MPU 36, 
die in Fig. 17 gezeigt ist umfaBt ist, sind auf die gleiche Art 
und Weise wie bei dem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel, 
das in Fig. 4 gezeigt ist atte HauptoberrlachenanschluBelek- 
troden 45 und 52 vorzugsweise auf der einen Hauptoberfla- 
che vorgesehen. Bei einem Mehrschichtkondensator 59, der 
in der MPU 58 untergebracht ist, die in Fig. 18 gezeigt ist, 
sind, auf dieselbe Art und Weise wie bei dem bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiel, das in Fig. 5 gezeigt ist die Haupl- 
oberflachenanschluBelektroden 45 lediglich auf der einen 
Hauptoberflache vorgesehen, wahrend die Ilauptoberfla- 
chenanschluBelektroden 52 auf der anderen Hauptoberfla- 
che vorgesehen sind. 

Bei dieser Anordnung sind die Hauptoberflfichenan- 
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schluBelektroden 45 durch den Durchkontaktierungslochlei- 
Cer 44 mit der heiB-seitigen Leistungsversorgungselektrode 
42 eiektrisch verbunden, wahrend die Hauptoberfia chenan- 
schluBelektroden 52 direkt mit einem MasseleiteranschluB- 
flache der Hauptplarine 41 eiektrisch verbunden sind 5 

Die HauptoberflachenanschluBelektroden 45 und 52 des 
oben erwfihnten Mehrschichtkondensators 59 sind ebeafalls 
unter Verwendung Yon Hdckem verbunden, obwohl die 
Hocker in fig. 18 nicbt detailliert gezeigt sind. 

Bin Speicher, der dem Speicber 34, der in Fig. 19 gezeigt 10 
ist, cntspricht, ist in Fig. 18 nicht gezeigt 

Bei dem Mehrschicbtkondensator von bevorzugten Aus- 
fUhrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung sind die er- 
sten und zweiten Seitenoberflachenan schluBelektroden auf 
zumindest einer der Seitenobertlachen des Kondensatork6r- 15 
pers vorgesehen, wobei die Hauptoberflachen ariscbluBelek- 
troden auf zumindest einer der Hauptoberflachen des Kon- 
densatorkorpers angeordnet sind, wobei die ersten und zwei- 
ten inner en Elektroden an deren jeweiligen Enden mit den 
ersten SeitenoberflachenanschluBelektroden eiektrisch ver- 20 
bunden sind, die sich gegenuberliegen, wobei zwischen den- 
selben die dielektrische Schicht angeordnet ist, wobei ent- 
weder die ersten oder die zweiten inneren Elektroden mit 
der Hauptobertlachenanschlufielektrode fiber den Durch- 
kontakticrungslochlcitcr, der die dielektrische Schicht 25 
durchdringt, Yerbunden sind. Die Richtungen der Strdme, 
die innerbalb des Mehrschichtkondensators flieBen, werden 
foiglich verschiedenardg einges tellt, die magnetische Flusse 
effektiv unterdriickt und die Langen von stromfuhrenden 
Wegeh verkiirzt Foiglich ist der KSL-Wert sehr reduziert 30 

Die Resonanzfrequenz des Mehrschichtkondensators 
wird mit dieser Anordnung erhSht. Der Frequenzbereich, 
bei dem der Mehrschichtkondensator als eln Kondensator 
wirkt, liegt viel hOher. Der Mehrschichtkondensator der ver- 
schiedenen bevorzugten Ausfuhrungsbeispiele der vorlie- 35 
genden Erfindung erfUUt und ubersteigt zudem die Hochfre- 
quenzanforderung, die an elektronische Schaltungen gestellt 
wird. Der Mehrschichtkondensator der bevorzugten Aus- 
fiihrungsbcispiclc der vorliegenden Erfindung ist bcispicls- 
weise als ein Oberbriickungskondensator oder ein Entkopp- 40 
lungskondensator bei einer Hochfrequenzs chaining niitz- 
lich. 

Eine schnelle Leistungsversorgungsfunktion wird von ei- 
nem Entkopp Lungskondensator veriangt, falls derselbe bei 
einem MPU-Chip verwendet wird. Aufgrund seines niedri- 45 
gen ESL-Wertes erfUUt der Mehrschichtkondensator der be- 
vorzugten Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden Erfin- 
dung bei dieser Anwendung eine Hochgeschwindigkeitsbe- 
triebsanforderung. 

Wenn der Mehrschichtkondensator an der Verdrahtungs- 50 
platine angebracht ist, werden die Hauptoberrlachenan- 
. schlufielektroden auf dem Mehrschichtkondensator der be- 
vorzugten Ausfuhrungsbcispiclcn der vodicgenden Erfin- 
dung gunstigerweise unter Verwendung von Hdckern ver- 
bunden. Hockerverbindungen tendieren dazu, breit verwen- 55 
det zu werden, da die Betriebsfrequenz bei einem Halblei- 
terchip, wie z. B. einer MPU, zunimmt. Die Verwendung 
der Hauptoberfiachenarischlufielektroden paBt gunstiger- 
weise zu der Hockerverbindung. Die Verwendung der Hdk- 
kerverbindung erzielt femer eine Befestigung mit hoher 60 
Dichte, und steuert die Erzeugung einer Induktivitatskom- 
ponente in der Verbindung. 

Durch die Merkmale der vorliegenden Erfindung, die un- 
ten erortert werden, verringert jedes der oben beschriebenen 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden Erfin- 65 
dung effektiY und sehr den ESL-Wert, indem das Unterdruk- 
ken Yon magnetischen Flussen gefordert, und die Langen 
der stromfuhrenden Wege verkurzt wird. 



Verglichen zu dem herkornmlichen Aufbau von Mehr- 
schichtkondensatoren existieren bei den bevorzugten Aus- 
fiihrungs beispielen der vorliegenden Erfindung viele struk- 
turelle und funktionelle Unterschiede. Die Anzahl der Sei- 
tenoberflachen, die die ersten und zweiten Seitenoberfla- 
chenanschluBelektroden aufweisen, ist beispielsweise auf 
zwei und auf vier erhOhL Ebenso sind die ersten Seitenober- 
ftachenanschluBelektroden und die zweiten Seitenoberfla- 
■chenanschluBelektroden auf jeder Seitenoberflache abwecb- 
selnd benachbart zueinander angeordnet Die ersten Seiten- 
obcrflachcnanschluBclcktrodcn und die zweiten Scitcnobcr^ 
flachenanschluB elektroden sind entlang jeder der vier Sei- 
tenobertlachen abwechselnd benachbart zueinander ange- 
ordnet, wobei ein noch niedrigerer ESL-Wert erhalten wird. 
Ferner sind die ersten und zweiten Hauptoberflachen an- 
schluQelektroden als die HauptoberflachenanschluB elektro- 
den jeweils mit den ersten bzw. zweiten inneren Elektroden 
eiektrisch verbunden. Wenn die ersten und zweiten Haupt- 
oberflachenanschluB elektroden lediglich auf einer Haupt- 
oberflache angeordnet sind, wird der ESL-Wert sogar noch 
weiter reduziert. Wenn ferner die ersten und zweiten Haupt- 
oberflachenanschlufielektroden als die Hauptoberflachen an- 
schluBelektroden auf jeder der Hauptoberflachen vorgese- 
hen sind, ist die zweite HauptoberftachenanschluLBelektrode 
dicjenige, die am n&chstcn zu der ersten Hauptobcrfl achen- 
anschluBelektrode angeordnet ist, wahrend die erste Haupt- 
oberflachen arischluB elektrode diejenige ist, die am nachsten 
zu der zweiten Hauptoberflachenanschlufielektrode ange- 
ordnet ist Zudem sind einige der Seitenoberflachenan- 
schlusse fiber zwei benachbarte Seitenobertlachen gespreizt 
Ferner ist die Hauptoberflache des Kondensatorkdrpers all- 
gemein quadratisch. 

Patentansprtlche 

1. Mehrschichtkondensator mit folgenden Merkrna- 
ien: 

einem Kondensatorkorper (8) mit zwei gegenfiberlie- 
genden Hauptoberflachen (2, 3) und vier Seitenobertla- 
chen (4, 5, 6, 7), die die zwei gegentiberliegenden 
Hauptoberflachen (2, 3) miteinander verbinden; 
einer Mehrzahl von dielektrischen Schichten (9), die in 
dem Kondensatorkorper (8) angeordnet sind, urn sich 
im wesentlichen parallel zu den Hauptoberflachen (2, 
3) zu erstrecken; 

zumindest einem Paar einer ersten und zweiten inneren 
Elektrode (10, 11), die in dem Kondensatorkorper (8) 
angeordnet sind und einander gegenUberliegen, wobei 
zwischen denselben eine der dielektrischen Schichten 
(9) angeordnet ist; 

einer ersten Seitenoberftachenanschlufielektrode (12) 
und einer zweiten SeitenobertlachenanschluBelektrode 
(13), die auf zumindest einer der Seitenobertlachen (4 
7) des Kondensatorkdrpers (8) angeordnet sind; und 
zumindest einer Hauptobertlachenanschluflelektrode 
(14, 15) auf zumindest einer der Hauptoberflachen (2, 
3) des Kondensatorkdrpers (8), 

wobei die erste innere Elektrode (10) und die zweite in- 
nere Elektrode (11) an jeweiligen Enden derselben mit. 
dem ersten SeitenoberfiachenanschluB (12) bezie- 
hungsweise dem zweiten SeitenoberfiachenanschluB 
(13) eiektrisch verbunden sind, und 
wobei entweder die erste innere Elektrode (10) oder die 
zweite innere Elektrode (11) durch einen Durchkontak- 
uerungslochleiter (16, 17), der die dielektrische 
Schicht (9) durchdringt, mit der Hauptoberflachenan- 
schluBelektrode (14, 15) eiektrisch verbunden ist 

2. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 1, bei 
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dem die erste SeitenoberflachenanschluBelektrode (12) 
und die zweite SeitenoberflachenanschluB elektrode 
(13) auf jeder von zwei Seitenoberflachen (4, 6) ange- 
ordnet sind. 

3. Mehrschichtkondeasator gemaB Aaspruch 1, bei 5 
dem die erste SeitenoberflachenanschluBelektrode (12) 
und die zweite Seitenoberfl&henanschlufieLektrode 
(13) auf jeder der vier Seitenflachen (4-7) angeordnet 
sind. 

4. Mehrschichtkdndensator gemSB Anspruch 1 oder 2, 10 
bci dem die crstc ScitcnobcrflachcnanschluBclcktrodc 

(12) und die zweite SeitenoberflachenanschluBelek- 
trode (13) auf jeder Seitenoberflache (4-7) benachbart 
zueinander angeordnet sind. 

5. Mehrschichtkondeasator gemafi Anspruch 4, bei IS 
dem die erste SeitenobertlachenanscnluBelektrode (12) 
und die zweite SeitenoberflachenanscWuB elektrode 

(13) entlang eines gesamten Rands des Kondensator- 
korpers (8), der die vier Seitenoberflachen (4-7) um- 

f afit, benachbart zueinander angeordnet sind. 20 

6. Mehrschichtkondeasator gemaB eiaem der Ansprti- 
che 1 bis 5, bei dem die Hauptoberflachenanschlufl- 
elektrode (14, 15) auf jeder der zwei Hauptoberflachen 
(2, 3) vorgesehen ist 

7. Mchrschichtkondcnsator gcmSB cincm der Ansprti- 25 
che 1 bis 6, bei dem der Durchkontaktierungslochleiter 
(16, 17) einen Abschnitt aufweist, der die innere Elek- 
trode (10, 11) derart durchdringt, dafi der Durchkontak- 
tierungslochleiter (16, 17) von der inneren Elektrode, . 
die mit demselben nicht verbunden ist, elektrisch iso- 30 
liert ist. 

8. Mehrschichtkondensator gemaB einem der Ansprti- 
che I bis 4, bei dem die HauptoberflachenanschluB- 
elektroden (14, 15) eine erste Hauptoberflachenan- 
schluBelektrode (14) und eine zweite Hauptoberfla- 35 
chenanschluBelektrode (15) aufweisen, die mit der er- 
sten inneren Elektrode (10) beziehungsweise der zwei- 
ten inneren Elektrode (11) elektrisch verbunden sind. 

9. Mchrschichtkondcnsator gemaB Anspruch 8, bci 
dem die erste HauptobertlachenanschluBelektrode (14) 40 
und die zweite HauptoberflachenanschluBelektrode 
(15) lediglich auf einer Hauptoberflache (2) vorgese- 
hen sind. 

10. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 8, bei 
dem die erste HauptoberflachenanschluBelektrode (14) 45 
und die zweite HauptoberflachenanschluBelektrode 
(15) auf jeder der zwei Hauptoberflachen (2, 3) vorge- 
sehen sind. 

11. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 9, bei 
dem bei jeder Hauptoberflache (2, 3) die zweite Haupt- 50 
obcrflachenanschlufielektrode (15) diejenige ist, die am 
nachsten zu der ersten HauptobertlachenanschluBelek- 
trodc (14) angeordnet ist,. wahrend die crstc Hauptobcr- 
ftachenanschlufielektrode (14) diejenige ist, die am 
nachsten zu der zweiten HauptoberflaohenanschluB- S5 
elektrode (15) angeordnet ist 

12. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 8, bei 
dem die erste Hauptoberfla^henanschluBelektrode (14) 
auf einer Hauptoberflache (2) angeordnet ist, wahrend 
die zweite HauptoberflachenariscmuBelektrode (15) 60 
auf der anderen Hauptoberflache (3) angeordnet ist 

13. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
sprUche 8 bis 12, bei dem die Durchkontaklierungs- 
lochleiter (16, 17) einen ersten Durchkontaktierungs- 
lochleiter (16), der die erste innere Elektrode (10) mit 65 
der ersten HauptoberflfichenanschluBelektiode (14) 
derart elektrisch verbindet, dafi das erste Durchkontak- 
tierungsloch von der zweiten inneren Elektrode (11) 



' elektrisch isoliert ist, und einen zweiten Durchkontak- 
tierungslochleiter (17) aufweisen, der die zweite innere 
Elektrode (11) mit der zweiten Hauptoberfiachenan- 
schluBelektrode (15) derart elektrisch verbindet, dafl 
das zweite Durchkontaktierungslocb Yon der ersten in- 
■ neren Elektrode (10) elektrisch isoliert ist ' 

14. Mehrschichtkondensator gemafi einem der An- 
spriiche 1 bis 13, bei dem die Seitenoberflachenan- 
schluBelektroden eine Elektrode aufweisen, die Obex 
zwei benachbarte Seitenoberflachen gespreizt ist 

15. Mchrschichtkondcnsator gemafi cincm der An- 
sprUche 1 bis 14, bei dem die Hauptoberflache im we- 
sentlichen quadratisch ist 

16. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
sprUche 1 bis 15, wobei der Mehrschichtkondensator 
angeordnet ist, urn einen Entkopplungskondensator ei- 
nes Mikroverarbeitungseinheit-Chips bei einer Mikro- 
verarbeitungseinheit zu definieren. 

17. Verdrahtungspiatine (38) mit einem Mehrschicht- 
kondensator gemaB einem der AnsprUche 1 bis 16, der 
an derselben befestigt ist 

18. Verdrahtungsplatine (38) gemafi Anspruch 17, die 
einen Mikroverarbeitungseinheit-Chip (39) aufweist, 
der auf derselben befestigt ist 

19. Hochfrcqucnzschaltung mit cincm Mehrschicht- 
kondensator gemafi einem der AnsprUche 1 bis 16. 

20. Mehrschichtkondensator mit folgenden Merkma- 
len: 

einem Kondens atorkorper (8) mit zwei gegenUberlie- 
genden Hauptoberflachen (2, 3) und vier Seitenoberfla- 
chen (4, 5, 6, 7), die die zwei gegenUberiiegenden 
Hauptoberflachen (2, 3) miteinander verbinden; J 
einer Mehrzahl von dielektrischen iSchichten (9), die in 
dem Kondensatorkorper (8) angeordnet sind, urn sich 
im wesendichen parallel zu den Hauptoberflachen (2, 
3) zu erstrecken; und 

einer Mehrzahl von AnschluBelektroden (12, 13) einer 
ersten und einer zweiten Polaritat, die auf jeder der vier 
Seitenoberflachen (4-7) angeordnet sind, 
wobei zumindest eine AnschluB elektrode einer ersten 
Polaritat und zumindest eine AnschluBelektrode einer 
zweiten Polaritat auf zumindest einer der zwei gegen- 
Uberliegenden Hauptoberflachen (2, 3) vorgesehen 
sind, 

21. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 20, bei 
dem eine Gesamtanzahl von AnschluBelektroden (12, 
13) einer ersten und zweiten Polaritat auf jeder der vier 
Seitenoberflachen (4-7) zumindest drei betragt. 

22. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 20, bei 
dem eine Gesamtanzahl von Anschlufielektroden (12, 
13) einer ersten und zweiten Polaritat auf jeder der vier 
Seitenoberflachen (4-7) zumindest vier betragt. 

23. Mchrschichtkondcnsator gemafi cincm der An- 
sprUche 20 22, bei dem entlang eines vollstandigen 
Rands des Kondens atorkorpers (8), der die vier Seiten- 
oberflachen (4-7) umfafit, eine der Anschlufielektroden 
(12) einer ersten Polaritat benachbart zu einer der An- 
schlufielektroden (13) einer zweiten Polaritat angeord- 
net ist 

24. Mehrschichtkondensator gemafi einem der An- 
sprUche 20 bis 23, bei dem zumindest zwei der An- 
schluBelektroden (12) einer ersten Polaritat und zumin- 
dest zwei der Anschlufielektroden (13) einer zweiten 
Polaritat auf der zumindest einen der zwei gegentiber- 
iiegenden Hauptoberflachen (2, 3) vorgesehen sind. 

25. Mehrschichtkondensator gemafi Anspruch 24, bei 
dem die zumindest zwei der Anschlufielektroden (12, 
13) einer ersten und zweiten Polaritat derart abwecb- 
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selnd angeordnet sind, daB entlang der zumindest einen 
dex zwei gegenuberliegenden Hauptoberflachen (2, 3) 
eine der AnschluBelektroden (12) einer ersten Polaritat 
benacbbart zu einer der AnschluBelektroden (13) einer 
zweiten Polaritat positioniert ist 5 

26. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
sprtiche 20 bis 25, der femer zumindest ein Paar einer 
ersten und zweiten inneren Elektrode (10, 11) aufweist, 
die in dem Kondensatorkorper (8) angeordnet sind und 
einander gegentiberliegen, wobei zwischen denselben 10 
cine der diclcktrischcn Schichtcn (9) angeordnet ist, 
und wobei dieselben mit den AnschluBelektroden (12, 
13) einer ersten beziehungsweise zweiten Polaritat 
elektrisch verbunden sind. 

27. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- IS 
sprtiche 20 bis 26, bei dem auf jeder der zwei gegen- 
uberliegenden Hauptoberflachen (2, 3) zumindest eine 
AnschluBelektrode (12) einer ersten Polaritat und zu- 
mindest eine AnschluBelektrode (13) einer zweiten Po- 
laritat vorgesehen sind. 20 

28. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
sprttche 20 bis 27, bei dem zumindest eine der Elektro- 
den (12, 13) einer ersten und einer zweiten Polaritat 
liber zwei benachbarte SeitenoberflSchen gespreizt ist 

29. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 25 
spriiche 20 bis 28, bei dem der Kondensatorkorper (8) 
im wesentlichen quadratisch ist 

30. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
sprtiche 20 bis 29, wobei der Mehrschichtkondensator 
angeordnet ist, urn einen Kntkopplungskondensator ei- 30 
nes Mikroverarbeitungseinheit-Chips bei einer Mikro- 
verarbeitungseinheit zu definieren. 

31. Verdrahtungsplatine (38) mit einem Mehrschicht- 
kondensator gemaB einem der AnsprUche 20 bis 30, der. 
auf derselben befestigt ist. 35 

32. Verdrahtungsplatine (38) gemaB Anspruch 31, die 
einen Mikroverarbeitungseinbeit-Chip (36) aufweist, 
der auf derselben befestigt ist 

33. Hochfrcqucnzschaltung mit einem Mehrschicht- 
kondensator gemaB einem der Ansprucbe 20 bis 30. 40 
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